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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ БИС ЗУ
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕРАБОТОСПОСОБНЫХ ЭМЕНТОБ ПАМЯТИ

Основным источником информации о количественных характе
ристиках дефектов элементов памяти (ЭЛ) в БИ С ЗУ является 
обработка экспериментально полученных статистических данных. 
Отсутствие экспершентальных данных, может привести к необое- 
кованному увеличению объема аппаратурных затрат с целью нейт
рализации определенного количества дефектов ЭЛ в БИС ЗУ.

В докладе приводятся результаты распределения дефектов
з БИС ЗУ емкостью 4 Кбит. Анализ результатов-показал, что: 

большинство дефектов являются единичными* т«ев неработо
способным оказывается один ЭЛ;

характеристик распределения дефектов по строкам и по 
столбцам накопителя примерно одинаковы;

характер распределения дефектов по кристаллу не всегда 
бывает статистически независимым, о увеличением степени ин
теграции и размеров кристаллов БИС приобретает.вое большее 
значение учет неравномерности.распределения дефектов, то®. ■ 
их группирования. ■

Приводятся количоствэкиыя характеристики распределения 
дефектов* учет которые поможет выбрать оптжальшй метод 
создания устройств памяти, не чувстштвлышх к определенно^ 
количеству неисправностей Ж- '
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КОНТРОЛЬ ШРАШТРСВ ПаГЖОЩ^ИдГО АРСЕЕШ ГАЖЙ
Б ТЕЬЯОЛОШ! ПОППРОВОЖЖОВОя ЗЖКТРШЖИ

Современная полупроводников технология освоила произ
водство приборов СВЧ- и оптического диапазона на основе сое- 
лхнеиш АЗЬ При сформировании структур, используюищх в ка- 
124 ' . ;■ ' • ■ ■


